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低温 (4.2 ~50K) での n-In Sbの電子散乱機構は，イオン化不純物によるものが主要であるが，強磁
場中 (ωc ,)> 1 ， ωc:共鳴周波数， ，:運動量緩和時間)での，低エネルギー電子(kBT<: 首帥)の散乱は，
理論的にも議論の盛んな問題である。 InSbの伝導体の非放物線性を考慮した注意深い解析の結果，共


























を利用した例は， Kobayashi-Otsuka (1975) によるもの以外，ほとんど見当らない。
松田君による本研究は，数種の遠赤外レーザ一波長を用いて，ひとつには上記 Kobayashi-Otsuka






クロトロン共鳴線の形状，相対強度等から的確に示したことで， Kurosawa 等 (1965 ， 1972, 1973) 
の理論的予測を，定性的に立証することとなった。
InSbの特徴は，いくつかの強磁場条件の中でとくに 7三hωc/ R戸 )>1 (ωcはサイクロトロン振動数，
Ry. は有効Rydberg energy) の関係が， 10.G程度の印加磁場で難なく実現できることである。この条
件を，たとえば水素原子を真空中において実現しようと思えば，あまりに非現実的な天文学的強磁場
を必要とする。松田君は InSb のかかる性質を巧みに利用して，量子極限における物性実験をきわめて
手軽に行なったという点でも注目に値する仕事を為したと言えよう。これは Ishida-Otsuka (1977, 
1979) による同じ物質に関する電流磁気効果の仕事と相補うもので，同系統の研究に対し，今後基本
的な指針を与えるものと考えてよい。よって理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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